FINGU 2010 4F I STVl TABIRE R 4 5 (BT T D

RXNA BT RARBRAA A RAF
2019 B IIBCHEL T P B B2 R T BN R 8B RFHD

—. BB
ERFRE | HATRIA
S 3
Fe | s W g’eéﬁﬁf&;ﬁﬂﬁ Wk | % B A
EL A5 B e
'lx—l'\ <‘ :IELL
1 HH %géé?( 45 4.95% 0.08%
NFREODEARN G A FRZ O
EHNR; AR EESINN
2 BV VORI EZ =R 22 I 73 8.02% 0.13%
F kR AT BB ) HAth
R (310 )
it 118 12.97% 0.21%
. AFBOEAR. ZOEHEANR
5 "4 R4
1 Ju bR O E N R
2 JE K2 O EFN A
3 RER ZOEHEAN R
4 JE Rk o PN A
5 g ZOEHEAN R
6 TR O FEAR N A
7 Wi Kot O EAR N R
8 & & EED o PN
9 % MOEHEN R
10 %% IE AN N

BOLE B BOR B3 A7 FR 22
—O—NELHA=1H




	武汉凡谷电子技术股份有限公司
	一、总体情况
	二、公司核心技术、核心管理人员

